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A Study on Reliability and Performance 







This study is related to circuit techniques to realize reliability and performance 
enhancement for Deep-Submicron Embedded Multi-Port SRAM. 
With scaling down in process rules, operating margin of Single-Port SRAM is degraded due 
to an increase of local Vth variations. This is also the case with Multi-Port SRAM. In addition, 
the minimum operating voltage (Vmin) of Multi-Port SRAM varies depending on the status 
of access mode whether one or two ports are enabled. Practically, the Vmin of Multi-Port 
SRAM becomes worse when both ports access the word-lines in the same row simultaneously. 
This is called a “Write/Read disturbance issue.” The circuit techniques against this issue are 
required to achieve reliability and performance enhancement future Multi-Port SRAM. 
In this paper, I propose some new circuit techniques against this issue, new highly 
symmetrical 10T DP-SRAM bitcell cell, new test circuitry that enables to reproduce the 
worst-case Vmin in the disturbance without using the asynchronous clock and new circuitries 
to improve Vmin against Write/Read disturbance issue. I designed and fabricated test chips 
using 28-nm HK/MG CMOS technology and confirmed the effectiveness of proposed circuit 




す減少している．これはマルチポート SRAM にとっても同様である．特に 8T デュアルポ
ート SRAM セルを用いたマルチポート SRAM では，動作下限電圧がその動作モードによっ
て決まる特徴を持つ．同一行のメモリセルに両ポートから同時にデータアクセスが行われ
た場合，つまり両方のワード線が同時に活性化されたときにもっとも動作下限電圧が悪く








第２章 高信頼性・高性能化に向けたマルチポート SRAM の課題 






第３章 10T デュアルポート SRAM セル ディスターブ問題に耐性のあるロバストなビ
ットセルデザイン 
本章では，従来 8T デュアルポート SRAM セルに対して，パスゲートトランジ
スタの対称性を向上し，ライト・リードディスターブ状態でのライトマージン・












第６章 6T シングルポート SRAM を用いた疑似 2RW デュアルポート SRAM 技術 
本章では，ポート間で同一クロックフェーズを適用するシングルクロックタイ
プのデュアルポート SRAM について，6T シングルポート SRAM を用いてその
機能を実現する疑似デュアルポート SRAM 技術について述べる． 
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第７章 リードディスターブ対策回路 ビット線タイムシェアリング 
本章では，リードディスターブ状態を回避して，リードマージンを改善する提案
回路について述べる．前章と同じく，ポート間で同一クロックフェーズを適用す
るシングルクロックタイプの 2 ポート SRAM に適用可能であり，高周波数性能
と高速アクセスタイムを実現する． 
本論文では先端プロセスにおける 8T デュアルポート SRAM セルのディスターブ問題を
克服し，高信頼性・高性能化を図る提案要素技術について記述した．これらの技術を用い
ることにより，先端プロセスにおける 8T デュアルポート SRAM セルを用いたマルチポ
ート SRAM の高信頼性・高性能化が実現可能となる. 

